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【緒言】PbI ペロブスカイト(PVK)半導体は太陽光の高い光吸収能力と高効率な電荷輸送能力を有

するため、太陽電池として高い光電変換効率を達成している。PVK 薄膜はスピンコートといった

低温手法によって作製され、低コスト太陽電池として期待されているが、電流―電圧特性におい

て依然としてヒステリシスや電流経時変化が報告されており、薄膜形成時の水や酸素の除去をは

じめとして、各材料の組成比、塩化物イオン１などの各種添加、スピンコートの方法などの作製方

法による、結晶成長や界面制御が重要な課題である。そのために薄膜の半導体特性を正確に評価

する手法が必要である。本報告では PVK 半導体の評価について、インピーダンス測定を中心に議

論する。 

【実験と結果】PVK 薄膜形成はスピ

ンコートを用いて、文献 1 に記載した。

インピーダンス法は文献 2、3 に記載

した。650 nm のレーザー光照射時で、

電圧 0 V の時のインピーダンス測定

の結果を図 1(a)に示した。特徴的な 2

つの半円が観測された。等価回路と機

構の模式図を図 1(b)に示した。実部で

数百Ωの半円は、1 kHz 以上の速い周

波数領域で観測されることから伝導

帯中の電子の速い輸送を表し、数千Ω

のやや潰れた半円は10 mHから1 kHz

に渡る遅い周波数領域であることか

ら電子が PVK 中の捕捉サイトへの捕捉に由来すると考えた。それぞれの半円は試料調製方法など

PVK 薄膜に依存することがわかった。特に電流-電圧曲線でヒステリシスが観測される場合、2 つ

の半円に加え、より低周波数に新たな抵抗成分が観測された。 
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図 1 (a)光照射下(650nm 31.2 mWcm-2)で 0 V の電圧で測定

したインピーダンス測定の結果 
(b) 左側、フィッティングした等価回路 
右側、等価回路の説明模式図 
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